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１．概要： GaN、InN 等の窒化物半導体の有機金属化学的気相堆積（MOCVD）成長での N 源としては、
アンモニア(NH3)以外には適当な材料が存在しないことから、NH3 が広く使用されている。しかしながら、
NH3は比較的安定な物質で熱分解率が低いという問題があり、特に、InN（成長温度約 600℃）では低熱
分解率が大きな問題となっている。本研究では、NH3が波長 200nm 以下の真空紫外光に対して 100～
1000 cm-1 atm-1という大きな吸収係数を有することに着目して、真空紫外光を光源とする窒化物半導体
のMOCVD 成長技術を開発した。 
２．内容： 以下のような特徴を有している。 
(1) 室温からの薄膜形成が可能 
(2) NH3使用量の大幅削減（熱分解MOCVD 
法の 1/50～1/100） 
(3) 大きな成長速度（熱分解MOCVD 法の 
   2 倍以上） 
３．応用例： 繊維・高分子等の非耐熱性素材上
への窒化物薄膜形成、InGaN 系電子デバイス、
InGaAlN,系発光素子、InGaN 系超高効率太陽電
池など。TiN、TiAlN などの超硬質皮膜形成 
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